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(57)【要約】
　本発明に係る液晶表示装置の区画領域（２０）内の任
意の１つの画素Ｐ（コンタクトホール画素（１３））を
選ぶ。画素Ｐは、他の画素Ｐに最も近接する４つの画素
Ｑ１～Ｑ４（コンタクトホール画素（１３））のいずれ
かであるか、自身に最も近接する４つの画素Ｑ１～Ｑ４
によって形成される四角形に含まれる画素であると共に
他の画素Ｐに最も近接する４つの画素Ｑ１～Ｑ４のいず
れかである。さらに、４つの画素Ｑ１～Ｑ４によって形
成される四角形の２つの対角線とゲートバスライン（線
分ＡＢ）とがなす２つの角度の差が３０度未満である。
また、区画領域（２０）内の各ソースバスラインには１
つのコンタクトホール画素（１３）が配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上にマトリクス状に配置された複数の画素と、
　複数の上記画素の各列に対応して配置された複数のソースバスラインと、
　複数の上記画素の各行に対応して配置された複数のゲートバスラインと、
　上記画素ごとに、上記第１基板上に形成された画素電極と、
　上記第１基板上に形成され、上記画素電極と重畳する共通電極と、
　複数の上記画素のいずれかに形成されたコンタクトホールを介して上記共通電極と接続
された共通配線と、
　上記第１基板と、該第１基板と対向する第２基板との間に挟持された液晶層とを備え、
　一定の区画領域に含まれる複数の上記画素を繰り返し配列してなる液晶表示装置であっ
て、
　上記区画領域に含まれる任意の１つの上記コンタクトホールは、
　　他の上記コンタクトホールに最も近接する４つの上記コンタクトホールのいずれかで
あるか、
　　他の上記コンタクトホールに最も近接する４つの上記コンタクトホールのいずれかで
あると共に、自身に最も近接する４つの上記コンタクトホールによって形成される四角形
であって、上記四角形の２つの対角線と、上記ゲートバスラインとがなす２つの角度の差
が３０度未満である上記四角形に含まれる上記コンタクトホールであり、
　上記区画領域内において、各上記ソースバスラインには、１つの上記コンタクトホール
が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　上記区画領域は、上記列の方向の長さが４０個分の上記画素の長さであり、上記行の方
向の長さが４０個分の上記画素の長さである矩形領域であることを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　上記区画領域は、上記列の方向の長さが８０個分の上記画素の長さであり、上記行の方
向の長さが８０個分の上記画素の長さである矩形領域であることを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　上記画素は、複数の副画素から構成されており、
　上記コンタクトホールは、複数の上記副画素のいずれかに形成されていることを特徴と
する請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　上記共通電極は、透明導電体により形成されていることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　上記第２基板には、他の上記共通電極が形成されていることを特徴とする請求項１～５
のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、共通配線と共通電極とを接続するコンタクトホ
ールが形成された液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、従来主流であったブラウン管を使用した表示装置から、薄型のフラットパネ
ルディスプレイ（ＦＰＤ）の表示装置が広く利用されるようになっている。ＦＰＤには、
表示素子として液晶、発光ダイオード（ＬＥＤ）、または、有機エレクトロルミネッセン
ス（有機ＥＬ）等を利用したものがある。中でも液晶を利用した表示装置は、薄型、軽量
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、および、低消費電力という利点から、その研究開発が盛んに行われている。
【０００３】
　このような液晶表示装置の画素の概略構成を図６に示す。図６に示すように、一般的に
画素４１には、ゲートバスライン７と、ソースバスライン８とが直交して設けられており
、補助容量（Ｃｓ）を形成するための配線である共通配線９がゲートバスライン７と平行
に設けられている。一方、共通電極４と画素電極６とは重畳して設けられ、ゲートバスラ
イン７およびソースバスライン８の交差部には、スイッチング素子（アクティブ素子）と
して薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が設けられている。ここで、共通電極４の配線に比較的
抵抗の高い材料を用いた場合、クロストーク等の表示不良が懸念される。
【０００４】
　そこで、上記の表示不良を解決するために、共通電極と共通配線とを接続するコンタク
トホールを設けることによって、共通電極の配線抵抗を低減する技術が開発されている。
例えば、特許文献１には、共通電極と共通配線とを接続するコンタクトホールを、複数の
画素に対して１つの割合で千鳥状に配置する構成が開示されている。これによって、高抵
抗な共通電極と低抵抗な共通配線とを接続することで配線抵抗を低減していると共に、コ
ンタクトホールを介してバスラインと共通電極とがショートする確率を低減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００４－１０９２４８号公報（２００４年４
月８日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　共通電極と共通配線とを接続するコンタクトホールをすべての画素に設けてしまうと、
表示パネルの開口率が低下することによる輝度の低下等の表示不良が生じてしまう。これ
に対して、上述した特許文献１には、すべての画素にコンタクトホールを設けず、４つの
画素に対して１つの割合でコンタクトホールを千鳥状に配置する構成が開示されている。
しかしながら、コンタクトホールが設けられている画素の距離、ならびに、その位置関係
の周期性によっては、コンタクトホールが設けられている画素部分がスジに見えてしまう
場合がある。例えば、図７に示すような周期性を持ってコンタクトホール１２を配置した
場合、表示パネル１５上では斜め方向（図中の矢印Ｎ方向）にスジが見えてしまい、見栄
えが悪くなってしまう。これは、コンタクトホールの形成による開口率の低下の度合いが
大きいほど、より顕著になる。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、共通電極の
配線抵抗を低減すると共に、表示品位の低減を防ぐことが可能な液晶表示装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る液晶表示装置は、上記課題を解決するために、第１基板上にマト
リクス状に配置された複数の画素と、複数の上記画素の各列に対応して配置された複数の
ソースバスラインと、複数の上記画素の各行に対応して配置された複数のゲートバスライ
ンと、上記画素ごとに、上記第１基板上に形成された画素電極と、上記第１基板上に形成
され、上記画素電極と重畳する共通電極と、複数の上記画素のいずれかに形成されたコン
タクトホールを介して上記共通電極と接続された共通配線と、上記第１基板と、該第１基
板と対向する第２基板との間に挟持された液晶層とを備え、一定の区画領域に含まれる複
数の上記画素を繰り返し配列してなる液晶表示装置であって、上記区画領域に含まれる任
意の１つの上記コンタクトホールは、他の上記コンタクトホールに最も近接する４つの上
記コンタクトホールのいずれかであるか、他の上記コンタクトホールに最も近接する４つ
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の上記コンタクトホールのいずれかであると共に、自身に最も近接する４つの上記コンタ
クトホールによって形成される四角形であって、上記四角形の２つの対角線と、上記ゲー
トバスラインとがなす２つの角度の差が３０度未満である上記四角形に含まれる上記コン
タクトホールであり、上記区画領域内において、各上記ソースバスラインには、１つの上
記コンタクトホールが形成されていることを特徴としている。
【０００９】
　上記の構成によれば、上記の２つの角度の差を３０度未満とすることによって、コンタ
クトホールをそれぞれ縦方向あるいは横方向に配列するよりも、斜め方向に配列した方が
表示画面の視認性を妨げない。さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、
１つのソースバスラインにつき、１つのコンタクトホールが配置されている。これは、区
画領域内において、すべてのソースバスラインにコンタクトホールを同じ数だけ配置しな
かった場合、バスライン同士に負荷の差が発生し、液晶表示装置の表示品位を落とす可能
性がある。そのため、区画領域内におけるすべてのソースバスラインに１つ（同数）のコ
ンタクトホールを配置している。
【００１０】
　したがって、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、コンタクトホールは上記
の２つの要件を満たすような位置に配置されている。これによって、コンタクトホール画
素が適宜分散されることになるので、コンタクトホールが表示画面上にスジ等になって見
えてしまうのを防ぐことができる。また、そもそもコンタクトホールは共通電極と共通配
線とを接続するためのものであるので、共通電極の配線抵抗を低抵抗にすることが可能で
ある。すなわち、本発明の一態様によれば、コンタクトホールに起因する表示品位の低下
の抑制と、共通電極の配線抵抗の低減との双方を実現することができる。
【００１１】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、区画領域内において、１つのコンタク
トホールに最も近接する４つのコンタクトホールによって形成される四角形の２つ対角線
と、ゲートバスラインとがなす２つの角度の差を３０度未満とし、なおかつ、区画領域内
におけるすべてのソースバスラインに１つのコンタクトホール画素を配置することによっ
て、コンタクトホール画素が適宜分散されることになるので、コンタクトホールが表示画
面上にスジ等になって見えてしまうのを防ぐことができる。また、そもそもコンタクトホ
ールは共通電極と共通配線とを接続するためのものであるので、共通電極の配線抵抗を低
抵抗にすることが可能である。すなわち、本発明の一態様によれば、コンタクトホールに
起因する表示品位の低下の抑制と、共通電極の配線抵抗の低減との双方を実現することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンタクトホールの配置位置を概略的に示す図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の画素の概略構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る画素の断面を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る画素アレイを概略的に示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る画素アレイを概略的に示す図である。
【図６】従来の液晶表示装置の画素の概略構成を示す図である。
【図７】従来の画素アレイを概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下では、本発明に係る液晶表示装置の実施の形態について、図面を参照して詳細に説
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明する。
【００１５】
　（液晶表示装置の構成）
　まず、本実施形態に係る液晶表示装置における画素アレイを構成する画素について、図
２および図３を参照して説明する。図２は、本実施形態に係る液晶表示装置の画素１の概
略構成を示す図である。図３は、図２に示す画素１のＡ－Ａ’矢視断面図である。
【００１６】
　画素アレイは、複数の画素をマトリクス状に配置して構成されており、複数の画素の各
列に対応して複数のソースバスラインが配置されると共に、複数の画素の各行に対応して
配置された複数のゲートバスラインが配置されている。
【００１７】
　より詳細には、図２に示すように、走査信号を供給するゲートバスライン７と、データ
信号を供給するソースバスライン８とが直交して設けられており、補助容量（Ｃｓ）を形
成するための配線である共通配線９がゲートバスライン７と平行に設けられている。一方
、共通電極４と画素電極６とは重畳して設けられており、本実施形態に係る液晶表示装置
は横電界モードの液晶表示装置である。また、ゲートバスライン７およびソースバスライ
ン８の交差部には、スイッチング素子（アクティブ素子）として薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）が設けられている。ＴＦＴのゲート電極がゲートバスライン７に接続され、ドレイン
電極が画素電極６に接続され、ソース電極がソースバスライン８に接続されている。
【００１８】
　図３に示すように、画素１においては、配向膜１７およびＴＦＴを備えた透明基板２１
からなるＴＦＴ基板３２（第１基板）と、配向膜１７を備えた透明基板３１からなる対向
基板３３（第２基板）とが互いに対向して配置され、これら一対の基板間に液晶層４０が
配向膜１７を介して挟持された構成を有している。これら一対の基板の外側（両基板の対
向面とは反対側の面）には、図示しない位相差板および偏光板等が必要に応じて各々設け
られている。
【００１９】
　ＴＦＴ基板３２は、透明基板上における対向基板３３との対向面上に、ＴＦＴを備えて
いる。ＴＦＴは、半導体層２２、ゲート絶縁膜２３、ゲート電極２６、第１層間絶縁膜２
４、第２層間絶縁膜２５、画素電極６、ドレイン電極２７、および、ソース電極２８を有
している。ＴＦＴ基板３２におけるＴＦＴのゲート電極２６は、ゲートバスライン７の一
部からなっており、ＴＦＴのソース電極２８は、ソースバスライン８の一部からなってい
る。また、半導体層２２は、不純物が注入されていない真性半導体からなるチャネル領域
２２ａと、不純物が注入された外因性半導体（Ｐ形半導体あるいはＮ形半導体）からなる
不純物注入領域２２ｂとを備えている。不純物注入領域２２ｂには、ドレイン領域２９お
よびソース領域３０が形成されている。
【００２０】
　半導体層２２におけるドレイン領域２９には、半導体層２２を覆うゲート絶縁膜２３お
よび第１層間絶縁膜２４に形成されたコンタクトホール１１を介して、ドレイン電極２７
が接続されている。同様に、ソース領域３０には、ゲート絶縁膜２３および第１層間絶縁
膜２４に形成されたコンタクトホール１２を介して、ソース電極２８が接続されている。
また、ドレイン電極２７は、ゲートバスライン７およびソースバスライン８を覆う第２層
間絶縁膜２５に設けられたスルーホール１０を介して画素電極６に電気的に接続されてい
る。この際、ＴＦＴ基板３２上において、画素電極６は共通電極４と重畳されて配置され
ているが、両電極間には絶縁膜１４が設けられている。ここで、共通電極４を透明導電体
によって形成すると、画素電極６と重畳する共通電極４が光を透過することから、透過開
口率が拡大し、全体的な透過率の向上に寄与することができる。なお、対向基板３３側に
も、他の共通電極４が形成されている構成にしてもよい。このように対向基板３３側に他
の共通電極４を形成した場合、画素電極６との間に垂直方向の電界を形成することができ
るため、液晶モードに垂直配向モードを適用することができる。
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【００２１】
　ここで、本実施形態に係る画素１においては、共通電極４と共通配線９とを第２層間絶
縁膜２５に形成されたスルーホール１０’を介して接続するためのコンタクトホール２が
、第１層間絶縁膜２４に形成されている。このコンタクトホール２は必ずしもすべての画
素１に形成されているわけではなく、一部の画素１に形成されており、ある程度間引いて
形成されている。コンタクトホール２の詳しい形成位置については、以下に説明する。
【００２２】
　（コンタクトホール２の配置）
　画素１の共通電極４に酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）電極等の透明電極を用いる場合、
ゲート電極２６等の他の電極と比較して配線抵抗値が高くなり、クロストーク等の表示品
位の低下を引き起こす可能性がある。ここで、共通配線９は、ゲート電極メタル等のゲー
ト電極レイヤで形成しているため、共通電極４と比較して低抵抗である。そこで、本実施
形態では、コンタクトホール２を介して共通電極４と共通配線９とを接続している。これ
によって、共通電極４の配線抵抗を下げることによって、表示品位の低下を軽減させるこ
とが可能である。しかし、この場合、コンタクトホール２を形成することによる画素開口
率の低下、および、コンタクトホール２に起因する歩留まりの低下等が懸念される。さら
には、コンタクトホール２の配置位置によっては、コンタクトホール２が形成されている
画素１がスジ等になって見えてしまう虞がある。そのため、コンタクトホール２は適当に
分散させ、間引いて形成することが好ましい。
【００２３】
　そこで、本発明者らは、コンタクトホール２の配置位置に応じた表示品位について種々
調査したところ、以下の形態が最も表示品位を損ねず、共通電極４の配線抵抗を低抵抗化
することができることを見出した。その形態について、図１を参照して説明する。図１は
、本実施形態におけるコンタクトホール２の配置位置を概略的に示す図である。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態に係る画素アレイ５は、一定の矩形の区画領域２０に含
まれる複数の画素１を繰り返し配列してなる。したがって、区画領域２０が画素アレイ５
の構成単位である。ここで、図に示す１３は、コンタクトホール２が形成された画素１（
以下、コンタクトホール画素と称す）であり、これに対して図に示す３は、コンタクトホ
ール２が形成されていない画素１である。本実施形態では、図４に示すように、１つの画
素１は３つの副画素（Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素）から構成されており、コンタクトホール
画素１３においてはコンタクトホール２を副画素のいずれか１つに形成している（本図の
場合は、Ｂ画素）。このように、コンタクトホール２は、コンタクトホール画素１３全体
に渡って形成する必要はなく、画素１を構成する副画素のいずれか１つに形成すればよい
。また、副画素は、Ｒ画素、Ｇ画素、および、Ｂ画素に限らず、４つ以上の副画素であっ
てもよく、特に限定はない。
【００２５】
　本実施形態に係る画素アレイ５におけるコンタクトホール画素１３の配置位置の要件は
２つある。まず、１つ目について説明する。図１に示すように、区画領域２０内の１つの
コンタクトホール画素１３である画素Ｐに最も近接する４つのコンタクトホール画素１３
である画素Ｑ１～Ｑ４を特定する。それら４つの画素Ｑ１～Ｑ４によって形成される四角
形に上記の画素Ｐが含まれている。本実施形態に係る区画領域２０に含まれる任意の１つ
のコンタクトホール画素１３は、画素Ｐに最も近接する４つの画素Ｑ１～Ｑ４のいずれか
であるか、画素Ｑ１～Ｑ４のいずれかであると共に他の画素Ｐである。すなわち、区画領
域２０に含まれる任意の１つのコンタクトホール画素１３は、他のコンタクトホール画素
１３に最も近接する４つのコンタクトホール画素１３のいずれかであるか、他のコンタク
トホール画素１３に最も近接する４つのコンタクトホール画素１３のいずれかであると共
に、自身に最も近接する４つのコンタクトホール画素１３によって形成される四角形に含
まれるコンタクトホール画素１３である。
【００２６】
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　さらに、本実施形態においては、上記の４つの画素Ｑ１～Ｑ４によって形成される四角
形の２つの対角線と、ゲートバスライン（線分ＡＢ）とがなす２つの角度の差が３０度未
満である。すなわち、ａｂｓ{∠ＡＢＱ１（＝∠ＡＢＱ４）－∠ＢＡＱ２（＝∠ＢＡＱ３
）}＜３０度を満たすように、画素Ｑ１～Ｑ４は画素Ｐの周囲に配置されている。このよ
うに、∠ＡＢＱ１および∠ＢＡＱ２の差が３０度未満であれば、コンタクトホール画素１
３は画素アレイ５上を斜め方向に配置されることになる。これは、コンタクトホール画素
１３をそれぞれ縦方向あるいは横方向に配列するよりも、斜め方向に配列した方が表示画
面の視認性を妨げないためである。以上が、コンタクトホール画素１３の配置位置の１つ
目の要件である。
【００２７】
　続いて、２つ目の要件について説明する。図１に示すように、区画領域２０内の任意の
１つのコンタクトホール画素１３は、区画領域２０内において、いずれかのソースバスラ
イン８に個別に配置されている。これについて、図５を参照して分かりやすく説明する。
図５は、画素アレイ５を概略的に示す図である。本図では、コンタクトホール画素１３の
配置位置を分かりやすくするために画素間隔を縮めて図示しているのであって、画素間隔
は特にこれに限定されるわけではない。
【００２８】
　図５に示すように、区画領域２０内においては、ソースバスラインＳ１にはゲートバス
ラインＧ９上にコンタクトホール画素１３が配置されており、該ソースバスラインＳ１に
は１つのコンタクトホール画素１３が配置されているのみである。また、ソースバスライ
ンＳ２にはゲートバスラインＧ３上にコンタクトホール画素１３が配置されており、該ソ
ースバスラインＳ２には１つのコンタクトホール画素１３が配置されているのみである。
ソースバスラインＳ３～Ｓ９においても同様にして、いずれか１つのゲートバスライン上
にコンタクトホール画素１３が配置されているのみである。このように、区画領域２０内
においては、１つのソースバスライン８につき、１つのコンタクトホール画素１３が配置
されている。これは、区画領域２０内において、すべてのソースバスライン８にコンタク
トホール画素１３を同じ数だけ配置しなかった場合、バスライン同士に負荷の差が発生し
、液晶表示装置の表示品位を落とす可能性がある。そのため、区画領域２０内におけるす
べてのソースバスライン８に１つのコンタクトホール画素１３を配置することが好ましい
。以上が、コンタクトホール画素１３の配置位置の２つ目の要件である。
【００２９】
　したがって、本実施形態に係る画素アレイ５においては、コンタクトホール画素１３は
上記の２つの要件を満たすような位置に配置されている。これによって、コンタクトホー
ル画素１３が画素アレイ５上に適宜分散されることになるので、コンタクトホール画素１
３が表示画面上にスジ等になって見えてしまうのを防ぐことができる。また、そもそもコ
ンタクトホール２は共通電極４と共通配線９とを接続するためのものであるので、共通電
極４の配線抵抗を低抵抗にすることが可能である。すなわち、本実施形態によれば、コン
タクトホール２に起因する表示品位の低下の抑制と、共通電極４の配線抵抗の低減との双
方を実現することができる。
【００３０】
　ところで、行方向に隣接するコンタクトホール画素１３同士の間隔（図１に示した間隔
Ｄ）は、共通電極４の配線抵抗の下げ幅、および、コンタクトホール画素１３を配置する
ことによる開口率の低下の許容量、ならびに、表示品位をそれぞれ鑑みて決定される。こ
れは、１つのコンタクトホール画素１３と、それに最も近接する４つのコンタクトホール
画素１３との距離についても同様である。
【００３１】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わ
せて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００３２】
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　〔実施形態の総括〕
　以上のように、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記区画領域は、上記
列の方向の長さが４０個分の上記画素の長さであり、上記行の方向の長さが４０個分の上
記画素の長さである矩形領域であることが好ましい。
【００３３】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記区画領域は、上記列の方向
の長さが８０個分の上記画素の長さであり、上記行の方向の長さが８０個分の上記画素の
長さである矩形領域であることが好ましい。
【００３４】
　上記の構成によれば、コンタクトホールが適宜分散されている一定の区画領域を繰り返
し配列することによって、上記のコンタクトホールが適宜分散された液晶表示装置が得ら
れる。
【００３５】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記画素は、複数の副画素から
構成されており、上記コンタクトホールは、複数の上記副画素のいずれかに形成されてい
ることを特徴としている。
【００３６】
　上記の構成によれば、画素を構成する複数の副画素のいずれかにコンタクトホールを形
成することで十分にコンタクトホールに起因する表示品位の低下の抑制と、共通電極の配
線抵抗の低減との双方を実現することができる。
【００３７】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記共通電極は、透明導電体に
より形成されていることを特徴としている。
【００３８】
　上記の構成によれば、画素電極と重畳する共通電極は光が透過する透明導電体であるた
め、透過開口率が拡大し、全体的な透過率の向上に寄与することができる。
【００３９】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記第２基板には、他の上記共
通電極が形成されていることを特徴としている。
【００４０】
　上記の構成によれば、第２基板側に共通電極を形成した場合、画素電極との間に垂直方
向の電界を形成することができるため、液晶モードに垂直配向モードを適用することがで
きる。
【００４１】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、いろいろ
と変更して実施することができるものである。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はその要旨を超えない
限り、これら実施例に限定されるものではない。
【００４３】
　上述のコンタクトホール画素（コンタクトホールが形成されている画素）の配置位置の
２つの要件を遵守して２つの液晶表示装置を作製した。まず、１つ目の液晶表示装置にお
いては、４０画素×４０画素の区画領域を繰り返し配列してなる液晶表示装置を作製した
。区画領域内においては、１つのコンタクトホール画素に最も近接する４つのコンタクト
ホール画素によって形成される四角形の２つ対角線と、ゲートバスラインとがなす２つの
角度が、それぞれ４５度となるようにコンタクトホール画素を配置した。また、隣り合う
２つのゲートバスラインに配置されているコンタクトホール画素同士の間隔を９画素とし
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た。作製した液晶表示装置の開口率を１５％低下させたところ、表示画面上にスジ等は認
められず、良好な表示品位が得られた。さらに、作製した液晶表示装置の開口率を３０％
低下させたところ、表示画面上のスジ等はほとんど認められず、良好な表示品位が得られ
た。
【００４４】
　続いて、２つ目の液晶表示装置においては、８０画素×８０画素の区画領域を繰り返し
配列してなる液晶表示装置を作製した。区画領域内においては、１つのコンタクトホール
画素に最も近接する４つのコンタクトホール画素によって形成される四角形の２つの対角
線と、ゲートバスラインとがなす２つの角度が、それぞれ４５度と６６．８度となるよう
にコンタクトホール画素を配置した。また、隣り合う２つのゲートバスラインに配置され
ているコンタクトホール画素同士の間隔を１１画素とした。作製した液晶表示装置の開口
率を１５％低下させたところ、表示画面上のスジ等はほとんど目立たず、良好な表示品位
が得られた。さらに、作製した液晶表示装置の開口率を３０％低下させたところ、表示画
面上のスジ等はほとんど目立たず、良好な表示品位が得られた。
【００４５】
　以上のように、区画領域内において、１つのコンタクトホール画素に最も近接する４つ
のコンタクトホール画素によって形成される四角形の２つ対角線と、ゲートバスラインと
がなす２つの角度の差を３０度未満とし、なおかつ、区画領域内におけるすべてのソース
バスラインに１つのコンタクトホール画素を配置することによって、表示画面上のスジ等
は目立たず、良好な表示品位を持つ液晶表示装置が得られる。特に、前者の液晶表示装置
の方が表示画面上にスジ等がほとんど認められず、より良好な表示品位が得られたことか
ら、上記の２つの角度をそれぞれ４５度、あるいは、４５度に近い角度とすることが好ま
しいことが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明に係る液晶表示装置は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯情報端末、携
帯音楽再生機、または、デジタルカメラ等の電子機器の表示装置に好適に用いることがで
きる。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　画素
　２　　コンタクトホール
　３　　コンタクトホールが形成されていない画素
　４　　共通電極
　５　　画素アレイ
　６　　画素電極
　７　　ゲートバスライン
　８　　ソースバスライン
　９　　共通配線
１０　　スルーホール
１０’　スルーホール
１１　　コンタクトホール
１２　　コンタクトホール
１３　　コンタクトホールが形成されている画素
１４　　絶縁膜
１５　　表示パネル
１７　　配向膜
２０　　区画領域
２１　　透明基板
２２　　半導体層
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２２ａ　チャネル領域
２２ｂ　不純物注入領域
２３　　ゲート絶縁膜
２４　　第１層間絶縁膜
２５　　第２層間絶縁膜
２６　　ゲート電極
２７　　ドレイン電極
２８　　ソース電極
２９　ドレイン領域
３０　　ソース領域
３１　　透明基板
３２　　ＴＦＴ基板
３３　　対向基板
４０　　液晶層
４１　　画素

【図１】 【図２】
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摘要(译)

选择根据本发明的液晶显示装置的划分区域（20）中的任何一个像素P
（接触孔像素（13））。 像素P是最接近另一个像素P的四个像素Q1至
Q4（接触孔像素（13））之一，或者是由最接近其自身的四个像素Q1至
Q4形成的正方形。 是被包括并且最接近另一个像素P的四个像素Q1至
Q4之一。 此外，由四个像素Q1至Q4形成的四边形的两条对角线与栅极
总线（线段AB）形成的两个角度之差小于30度。 另外，在分割区域
（20）的各源极总线上配置有一个接触孔像素（13）。
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